
DS64MB201

DS64MB201 Dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer with Equalization and  De-Emphasis

Literature Number: JAJSAZ8



2011 年 3 月

1© National Semiconductor Corporation DS300764-18-JP

D
S

64M
B

201 イ
コ

ラ
イ

ゼ
ー

シ
ョ

ン
お

よ
び

デ
ィ

エ
ン

フ
ァ

シ
ス

機
能

付
き

、
デ

ュ
ア

ル
・

レ
ー

ン
2:1/1:2

マ
ル

チ
プ

レ
ク

サ
/
バ

ッ
フ

ァ
ご注意 ：この日本語データ シー ト は参考資料と し て提供し てお り、 内容が最新でない

場合があり ます。製品のご検討およびご採用に際し ては、必ず最新の英文デー
タ シー ト をご確認 く ださ い。

DS64MB201

イコライゼーションおよびディエンファシス機能付き、 
デュアル ・ レーン 2:1/1:2 マルチプレクサ / バッファ

概要

DS64MB201 は、 シグナル ・コンディショニング機能を持つデュ
アル・レーンの 2:1 マルチプレクサと 1:2 スイッチ / ファンアウト・
バッファであり、 SATA/SAS など最大 6.4Gbps までの高速バス・
アプリケーションに適しています。 このデバイスは受信イコライ 
ゼーション機能と送信ディエンファシス機能の両方を備えている
ので、 システム内における物理的な配置をきわめて柔軟に行え
ます。 レシーバのContinuous Time Linear Equalizer (CTLE)は、     
3GHz で最大＋ 33dB のゲインを提供し、 インターコネクト ・ メ
ディアに起因する伝送波形干渉(ISI)によって完全に閉じられた
入力アイを大きくします。 トランスミッタはプログラム可能な出力 
ディエンファシス・ドライバを備え、振幅電圧レベルを 600mVp-p 
～ 1,200mVp-p の範囲から選択でき、 複数のアプリケーション
に対応できます。 シグナル ・ コンディショニング設定は、 制御 
ピン設定またはSMBusインタフェースを通じてプログラムが可能
です。

DS64MB201 では、 物理的な伝送距離を犠牲にすることなく
SAS/SATA などのデータ・レートを 3.0Gbps から 6.0Gbps へシー
ムレスにアップグレードできるように、自動的に入力データ・レー
トを検出して、 最適なディエンファシス・パルス幅を選択します。
SAS/SATA 仕様のアウト ・ オブ ・ バンド (OOB) アイドル / アク
ティブ信号を検出し、 信号の歪みを最小限に抑えながらパスス
ルーします。

特長

■ 最大 6.4Gbps のデュアル ・ レーン 2:1 マルチプレクスと 
1:2 スイッチ / ファンアウト

■ 設定可能な受信イコライゼーション : 最大＋ 33dB のゲイン

■ 設定可能な送信ディエンファシス : 最大－ 12dB

■ 設定可能な送信 VOD

■ 6.4Gbps 信号を 102cm (40 インチ ) の FR-4 トレースへ通し 
たときに残存確定ジッタ 0.25UI 未満

■ SATA/SAS: OOB 信号パススルー

■ 設定可能な電気的アイドル検出スレッショルド

■ 低消費電力 

■ ピンの選択または SMBus インタフェースでシグナル ・ 
コンディショニングを設定可能

■ 2.5V 単一電源動作

■ 人体モデル ESD 定格＞ 6 kV

■ 3.3V 耐圧 SMBus インタフェース

■ 高速シグナル ・ フロースルー ・ ピン配置パッケージ :  
54 ピン LLP (10mm × 5.5mm)

アプリケーション

■ SATA (1.5、 3.0、 6Gbps)

■ SAS (1.5、 3.0、 6Gbps)

■ XAUI (3.125Gbps)、 RXAUI (6.25Gbps)

■ sRIO – シリアル Rapid I/O
■ Fibre Channel (4.25Gbps)

■ 10GBase-CX4、 InfiniBand (SDR と DDR)

■ FR-4 バックプレーン ・ トレース

代表的なアプリケーション
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ピン配置図

DS64MB201 Pin Diagram 54L LLP

製品情報
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ピン説明

ピン名 ピン番号 I/O、 タイプ ピン説明

差動高速 I/O

SIA0 ＋、 SIA0 －、 
SIA1 ＋、 SIA1 －

45, 44, 
40, 39

I、 CML イコライザへの反転 / 非反転 CML 差動入力。 イネーブルの場合、 SIA_n ＋ 
と SIA_n －は、 ゲート制御された内蔵の 50Ω 終端抵抗を介して VDD に接
続されます。

SOA0 ＋、 SOA0 －、 
SOA1 ＋、 SOA1 －

35, 34, 
31, 30

O ディエンファシス機能付き、 反転 / 非反転 50Ω 低消費電力差動信号出力。
AC 結合 CML 入力との完全な互換性があります。

SIB0 ＋、 SIB0 －、 
SIB1 ＋、 SIB1 －

43, 42, 
38, 37

I、 CML イコライザへの反転 / 非反転 CML 差動入力。 イネーブルの場合、 SIB_n ＋ 
と SIB_n －は、 ゲート制御された内蔵の 50Ω 終端抵抗を介して VDD に接
続されます。

SOB0 ＋、 SOB0 －、 
SOB1 ＋、 SOB1 －

33, 32, 
29, 28

O ディエンファシス機能付き、 反転 / 非反転 50Ω 低消費電力差動信号出力。
AC 結合 CML 入力との完全な互換性があります。

DIN0 ＋、 DIN0 －、 
DIN1 ＋、 DIN1 －

10, 11, 
15, 16

I、 CML イコライザへの反転 / 非反転 CML 差動入力。 イネーブルの場合、 SIB_n ＋ 
と SIB_n －は、 ゲート制御された内蔵の 50Ω 終端抵抗を介して VDD に接
続されます。

DOUT0 ＋、 DOUT0 －、 
DOUT1 ＋、 DOUT1 －

3, 4, 
7, 8

O ディエンファシス機能付き、 反転 / 非反転 50Ω 低消費電力差動信号出力。
AC 結合 CML 入力との完全な互換性があります。

制御ピン — 共有 (LVCMOS)

ENSMB 48 I、
LVCMOS、
内部で 
プルダウン

システム ・ マネジメント ・ バス (SMBus) イネーブル ・ ピン。 
High ＝レジスタ ・ アクセス : イコライゼーション、 ディエンファシス、 VOD、 
レート、 チャネル ・ パワーダウン、 アイドル検出スレッショルドなどの機能を
制御する内部デジタル ・ レジスタへのアクセスを提供します。 
Low ＝ピン ・ モード : SMBus レジスタへのアクセスがディスエーブルになり、 
制御ピンを使用して VOD、 レート、 アイドル検出、 イコライゼーション、 ディ
エンファシスの設定をプログラムします。 
詳細については、 「システム ・ マネジメント ・ バス (SMBus) と構成レジスタ」
のセクションと 「電気的特性 - シリアル ・ マネジメント ・ バス ・ インタフェース」
を参照してください。

ENSMB ＝ 1 (SMBus モード )

SDA、 SCL 49, 50 I、
LVCMOS

ENSMB ＝ 1 
SMBus SDA ( データ入出力、 双方向 ) ピンと SCL ( クロック入力 ) ピンがイ   
ネーブルになります。

AD[3:0] 54, 53, 47,  
46

I、
LVCMOS、
内部で 
プルダウン

ENSMB ＝ 1 
SMBus スレーブ・アドレス入力。 SMBus モードの場合、 これらのピンはユー 
ザー設定の SMBus スレーブ ・ アドレス入力です。

ENSMB ＝ 0 ( 通常ピン ・ モード )

EQA、 
EQB、 
EQD

46, 
49, 
53

I、フロート、
LVCMOS

EQA/B/D の 3 レベルの入力は、 イコライゼーション ・ レベルを制御します。 
EQA: SIA0 入力と SIA1 入力のイコライゼーション ・ レベルを制御します。 
EQB: SIB0 入力と SIB1 入力のイコライゼーション ・ レベルを制御します。 
EQD: DIN0 入力と DIN1 入力のイコライゼーション ・ レベルを制御します。 
ENSMB がネゲートされた場合 (Low の場合 ) のみ、 このピンはアクティブに
なります。 
ENSMB が High になると、SMBus 制御レジスタがレーンごとに独立した制御
を提供します。 Table 1 を参照してください。

DEMA、 
DEMB、 
DEMD

47, 
50, 
54

I、フロート、
LVCMOS

DEMA/B/D の 3 レベルの入力は、 ディエンファシス ・ レベルを制御します。 
DEMA: SOA0 出力と SOA1 出力のディエンファシス ・ レベルを制御します。 
DEMB: SOB0 出力と SOB1 出力のディエンファシス ・ レベルを制御します。 
DEMD: DOUT0 出力と DOUT1 出力のディエンファシス ・ レベルを制御しま 
す。 
ENSMB がネゲートされた場合 (Low の場合 ) のみ、 このピンはアクティブに
なります。 
ENSMB が High になると、SMBus 制御レジスタがレーンごとに独立した制御
を提供します。 Table 2 を参照してください。
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1 ＝ High、 0 ＝ Low、 フロート＝第 3 の入力状態。

フロート状態 : ピンを駆動しないでください。 ピンは 50kΩ プルアップ / プルダウンにより内部で中間レベルにバイアスされます。

内部でプルダウン＝この入力には、 GND に接続された 30kΩ の内部プルダウン抵抗が存在します。

LVCMOS/ フロート入力の入力エッジ ・ レートは、 50ns より 10％～ 90％高速にする必要があります。

制御ピン — 両方のモード (LVCMOS)

RATE 21 I、フロート、
LVCMOS

RATEの3レベルの入力は、出力のディエンファシス・パルス幅を制御します。 
RATE ＝ 0: 強制的に～ 3Gbps にします。 
RATE ＝ 1: 強制的に～ 6Gbps にします。 
RATE ＝フロート : 自動レート検出をイネーブルにします。 Table 2 を参照して   
ください。

TXIDLEDO 24 I、フロート、
LVCMOS

TXIDLEDO の 3 レベルの入力は、 ドライバ出力を制御します。 
TXIDLEDO ＝ 0: DOUT の信号検出 / スケルチ機能をディスエーブルにしま 
す。 
TXIDLEDO ＝ 1: DOUT を強制的にミュート ( 電気的アイドル ) にします。 
TXIDLEDO ＝フロート : DOUT の信号自動検出 / スケルチ機能をイネーブ 
ルにします。 SD_TH ピンを使用して信号検出電圧スレッショルド ・ レベルを
調整できます。 Table 3 を参照してください。

TXIDLESO 25 I、フロート、
LVCMOS

TXIDLESO の 3 レベルの入力は、 ドライバ出力を制御します。 
TXIDLESO ＝ 0: SOUT の信号検出 / スケルチ機能をディスエーブルにしま 
す。 
TXIDLESO ＝ 1: SOUT を強制的にミュート ( 電気的アイドル ) にします。 
TXIDLESO ＝フロート : SOUT の信号自動検出 / スケルチ機能をイネーブル 
にします。 SD_TH ピンを使用して信号検出電圧スレッショルド ・ レベルを調
整できます。 Table 3 を参照してください。

FANOUT 26 I、
LVCMOS、
内部で 
プルダウン

FANOUT ＝ 1: ブロードキャスト ・ モードとして、 A 出力と B 出力の両方をイ 
ネーブルにします。 
FANOUT ＝ 0: SEL0 ピンと SEL1 ピンに応じて、 いずれかの出力をディス 
エーブルにします。 Table 5 を参照してください。

SEL0、 SEL1 19, 20 I、
LVCMOS、
内部で 
プルダウン

SEL0 はレーン 0、 SEL1 はレーン 1 に対応します。 
SEL0、 SEL1 ＝ 0: B 入力と B 出力を選択します。 
SEL0、SEL1＝1: A入力とA出力を選択します。 Table 5を参照してください。

VOD0、 VOD1 22, 23 I、
LVCMOS、
内部で 
プルダウン

VOD[1:0] は、 すべての出力の出力差動振幅電圧レベルを調整します。 
00: 出力 VOD ＝ 600mVp-p に設定します ( デフォルト )。 
01: 出力 VOD ＝ 800mVp-p に設定します。 
10: 出力 VOD ＝ 1,000mVp-p に設定します。 
11: 出力 VOD ＝ 1,200mVp-p に設定します。 
Note: 記載された DE レベルを達成するには、 VOD を 1,000mV 以上に設定 
する必要があります。

アナログ

SD_TH 27 I、 アナログ 電気的アイドル検出スレッショルド用のスレッショルド選択ピン。 ピンをフロー 
ト状態にすると、 デフォルトの 130mVp-p ( 差動 ) になります。 
Table 4 を参照してください。

電源

VDD 9, 14, 36, 41,   
51

電源 2.5V 電源ピン。

GND DAP、 52 電源 DAP は、 54 ピン LLP パッケージの中央底面にある、 金属の大きな接触面
です。 グラウンド ・ インピーダンスを低減し、 パッケージの熱性能を良くする 
ために、 4 個以上のビアで GND プレーンに接続してください。 
Note: DAP は主要 GND です。

NC 1, 2, 5, 6, 12,    
13, 17, 18

未接続。 このピンは開放状態にしてください。

ピン名 ピン番号 I/O、 タイプ ピン説明
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絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。 

関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

推奨動作条件

電気的特性

特記のない限り、 デフォルトのレジスタ設定で推奨動作電源電圧と動作温度範囲に対して適用 (Note 3)。

電源電圧 (VDD) － 0.5V ～＋ 3.0V

LVCMOS 入出力電圧 － 0.5V ～＋ 4.0V

差動入力電圧 － 0.5V ～ (VDD ＋ 0.5V)

差動出力電圧 － 0.5V ～ (VDD ＋ 0.5V)

アナログ (SD_TH) － 0.5V ～ (VDD ＋ 0.5V)

接合部温度 ＋ 105 ℃

保存温度範囲 － 40 ℃～＋ 125 ℃

25 ℃でのパッケージ最大消費電力

 SQA54A パッケージ 4.21W

ディレーティング SQA54A 
パッケージ

＋ 25 ℃を超えると
52.6mW/ ℃ずつ減少

 

ESD 耐圧

 HBM、 STD - JESD22-A114C ≧ 6kV

 MM、 STD - JESD22-A115-A ≧ 250V

 CDM、 STD - JESD22-C101-C ≧ 1,250V

熱抵抗

 θJC 11.5 ℃ /W

 θJA、 エアフローなし、 4 層 JEDEC 19.1 ℃ /W

Min Typ Max Units

電源電圧

VDD ～ GND 間 2.5 V

周囲温度 (Note 4) － 40 25 ＋ 85 ℃

SMBus (SDA、 SCL) 0 3.6 V

CML 差動入力電圧 0 2.0 Vp-p

最大 50MHz での 
電源ノイズ耐性 (Note 5)

100 mVP-P
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電気的特性 ( つづき )

特記のない限り、 デフォルトのレジスタ設定で推奨動作電源電圧と動作温度範囲に対して適用 (Note 3)。
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電気的特性 ( つづき )

特記のない限り、 デフォルトのレジスタ設定で推奨動作電源電圧と動作温度範囲に対して適用 (Note 3)。

Note 1: 絶対最大定格は、 IC に破壊が発生したり、 使用不能になったり、 信頼性や性能が低下する可能性のあるリミット値を示します。 これは、 絶対最大

定格において、 または推奨動作条件に示されている動作条件を越える条件でこのデバイスが有効に機能することや品質が劣化しないことは意味して

いません。 推奨動作条件とは、 このデバイスが有効に機能する条件を示しており、 これらを超えた条件ではこのデバイスを使用しないように注意して

ください。 絶対最大定格の各数値は接合部温度が－ 40 ℃～＋ 125 ℃の範囲で保証します。 これは最大動作電圧に対してのみ有効です。

Note 2: 代表値は、 VDD ＝＋ 2.5V、 TA ＝＋ 25 ℃で、 製品の特性を評価した時点における推奨動作条件下での最も可能性のあるパラメータの基準値を表

しており、 保証値ではありません。

Note 3: 電気的特性の表は、 推奨動作条件で使用した場合に保証される特性を示しています。 ただし、 電気的特性や注記で特に変更または指定している

場合はその限りではありません。 代表値は推定値であり、 この値を保証しているものではありません。

Note 4: OOB 信号パススルーの最低周囲温度は－ 10 ℃に制限されます。

Note 5: 代表的動作条件において許容されている電源ノイズ ( 正弦波の mVP － P 値 ) です。

Note 6: クロックのような {11111 00000} の規則正しいパターンで測定します。

Note 7: ENSMB ＝ 1 で測定。SMBus レジスタの 0x01 と 0x02 の使用によりすべてのチャネルをディスエーブルにし、EQ はバイパスしてあります ( デフォルト )。

Note 8: レシーバのパッケージ ・ ピンで測定。 65mVp-p を下回るとアイドル、 175mVp-p を上回るとアクティブになります。 抵抗を使って SD_TH ピンを GND  
に接続すると、 このデフォルト設定が無効になります。

Note 9: コモンモード電圧 (VCM) は数学的に、 ローカル ・ グラウンドを基準にした 2 つの信号電圧の平均として表されます。 

VCM ＝ (A ＋ B) / 2、 A ＝ OUT ＋、 B ＝ OUT －。
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電気的特性 — シリアル ・ マネジメント ・ バス ・ インタフェース 
特記のない限り、 推奨動作電源電圧と動作温度範囲に対して適用。

Note 10: 推奨値。 このパラメータは量産時に試験されていません。

Note 11: 1 個のバス ・ セグメント当たりの推奨最大容量負荷は 400pF です。

Note 12: 最大終端電圧は、 このデバイスの電源電圧と同じです。

Note 13: SMBus 2.0 物理層の仕様に準拠。 詳細は、 「システム ・ マネジメント ・ バス (SMBus) 仕様書バージョン 2.0」、 セクション 3.1.1 SMBus 共通 AC 仕様   

を参照してください。
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タイミング図

FIGURE 1.   LPDS Output Transition Times

FIGURE 2.   Propagation Delay Timing Diagram

FIGURE 3.   Idle Timing Diagram

FIGURE 4.   SMBus Timing Parameters
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機能説明

DS64MB201 は、 シグナル ・コンディショニング機能を持つデュ
アル・レーンの 2:1 マルチプレクサと 1:2 スイッチ / ファンアウト・
バッファであり、 データ ・ レートが最大で 6Gbps の PCB FR4 ト 
レースやケーブル ・ インターコネクト向けに最適化されていま
す。 DS64MB201 は、ピン制御モード (ENSMB ＝ 0) と SMBus 
モード (ENSMB ＝ 1) という 2 つのモードで動作します。 

ピン制御モード

ピン ・ モード (ENSMB ＝ 0) の場合、 トランシーバは外部ピン
で構成が可能です。 イコライゼーションとディエンファシスは、ピ 
ンを使いサイドごとに独立して選択できます。 ディエンファシス 
がアサートされると、 以下のディエンファシス表に従って VOD
が自動的に増加し、 高損失のメディアにおける性能が向上しま
す。 レート最適化もピン制御が可能であり、 3Gbps、 6Gbps、 自 
動検出をピンで選択できます。 また、 レシーバの電気的アイド 

ル検出スレッショルドは、 SD_TH ピンにオプションで接続された
外付け抵抗によってプログラム可能です。

SMBus モード

ピン・モードではサイドごとにグループ分けされますが、 SMBus
モードの場合、 VOD 振幅レベル、 イコライゼーション、 ディエ
ンファシスはすべてレーンごとにプログラム可能です。 ENSMB 
ピンがアサートされると、 EQx 機能と DEMx 機能は即座にレジ
スタ制御に戻ります。 EQx ピンと DEMx ピンは AD0 ～ AD3 
SMBus アドレス ・ ピンに変換されます。 その他の外部制御ピン 
はアクティブのまま維持されますが、 それぞれのレジスタへの書
き込みが行われた場合は除きます。 この場合は、 ENSMB が
Low になるまで無視されます。 電源が投入されたときと、 
ENSMB が Low になったときは、 すべてのレジスタがデフォル
ト状態にリセットされます。

TABLE 1.  Equalization Input Select Pins for SIA, SIB and DIN (3–Level Input)

TABLE 2.  De-Emphasis Input Select Pins for SOA, SOB and DOUT (3–Level Input)

EQA, EQB, EQD Equalization Level

0 9 dB at 3 GHz

Float (No Connect) 13.5 dB at 3 GHz

1 18.4 dB at 3 GHz

Note: F ＝フロート ( 未接続 )、 1 ＝ High、 0 ＝ Low。 

RATE DEMA,
DEMB,
DEMD

De-Emphasis
Level (typ)

DE Pulse Width
(typ)

VOD (typ)

0/F 0 -3.5dB 330ps VOD ＝ 1,000mVp-p

-2dB 330ps VOD ＝ 1,200mVp-p

0/F 1 -6dB 330ps VOD ＝ 1,000mVp-p

-3dB 330ps VOD ＝ 1,200mVp-p

1/F 0 -3.5dB 200ps VOD ＝ 1,000mVp-p

-2dB 200ps VOD ＝ 1,200mVp-p

1/F 1 -6dB 200ps VOD ＝ 1,000mVp-p

-3dB 200ps VOD ＝ 1,200mVp-p

0/F F -9dB 250ps enhanced VOD ＝ 1,200mVp-p

1/F F -12dB 160ps enhanced VOD ＝ 1,200mVp-p

Note: F ＝フロート ( 未接続 )、 1 ＝ High、 0 ＝ Low。 拡張 DE パルス幅は、 2 番目のビットでディエンファシスを提供します。

RATE ＝ F ( 自動レート検出がアクティブ ): DE レベルとパルス幅の設定は、 検出されたレートに従います。 RATE ＝ 0 : 3Gbps。
RATE ＝ 1 : 6Gbps。 ディエンファシスは、 VOD ＝ 1,000mVp-p または 1,200mVp-p の場合のみ使用してください。 VOD が
1,000mVp-p 未満でのディエンファシスは推奨しません。 出力差動電圧レベルの設定については、 VOD1 ピンと VOD0 ピンの説明
を参照してください。
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TABLE 3.  Idle Control (3–Level Input)

TABLE 4.  Receiver Electrical Idle Detect Threshold Adjust

FIGURE 5.   Typical Idle Threshold vs. SD_TH resistor value

TXIDLEDO/SO 機能

0 この状態は、 高損失のメディア向きです。 専用のアイドル ・ スレッショルド検出回路がディスエーブルになり、
出力は EQ 設定に基づいて入力に従います。 アイドル状態は保証されません。 

フロート フロートにすると、 自動アイドル検出がイネーブルになります。 入力のアイドル状態が出力に伝えられます。 
50KΩ の内部抵抗によって、 TXIDLEDO/SO ピンを中間レベルに維持します。 自動アイドル検出機能が必
要な場合は、 このピンを接続しないでください。 これはデフォルトの状態です。 差動入力信号が SD_TH ピン
で設定された値を下回ると、 出力はアイドル状態になります。

1 手動での優先制御。 出力は電気的アイドル状態になります。 差動入力は無視されます。

SD_TH resistor value (Ω) Receiver Electrical Idle Detect Threshold (DIFF p-p)

Float (no resistor required) 130 mV (default condition)

0 225 mV

80k 20 mV

SD_TH の抵抗値を 0Ω ～ 80kΩ の範囲から選択することにより、 必要なアイドル検出スレッショルドを設定できます。 Figure 5 を
参照してください。
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デバイス接続パス

DS64MB201 のレーンは、 2:1 マルチプレクサ、 1:2 スイッチ ・ バッファ、 または 1:2 ファンアウト ・ バッファのいずれかとして構成で
きます。 コントローラ側は、 ディスク ・ ドライブ側に多重化されます。 以下に示すのは、 マルチプレクサ機能とスイッチ機能の論理表  
です。

TABLE 5.  Logic Table of Switch and Mux Control
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システム ・ マネジメント ・ バス (SMBus) と 

構成レジスタ

システム ・ マネジメント ・ バス ・ インタフェースは、 SMBus 2.0 
物理層の規格に準拠しています。 SMBus モードをイネーブル 
にし、 構成レジスタへのアクセスを可能にするには、 ENSMB
を High にする必要があります。

DS64MB201 の SMBus モードでは、 AD[3:0] 入力を使用でき
ます。 これらのピンを使用すると、 SMBus スレーブ ・ アドレス入 
力の設定が可能です。 AD[3:0] ピンはプルダウンを内蔵してい 
ます。 フロート状態にするか、Lowにすると(AD[3:0]＝0000'b)、 
デバイスのデフォルト ・ アドレス ・ バイトは A0'h になります。
SMBus 2.0 仕様に基づき、 DS64MB201 は 7 ビットのスレーブ・ 
アドレス (1010000'b) を持っています。 LSB は 0'b にセットされる 
ので ( 書き込みの場合 )、 8 ビット値は 1010 0000'b すなわち 
A0'h になります。 太字のビットは、 スレーブ ・ アドレス ・ ビット 
[4:1] に割り当てられた AD[3:0] ピンを示しています。 デバイス・ 
アドレス ・ バイトは、 AD[3:0] 入力を使用して設定できます。 以 
下に例を示します。

AD[3:0] ＝ 0001'b: デバイス ・ アドレス ・ バイトは A2'h

AD[3:0] ＝ 0010'b: デバイス ・ アドレス ・ バイトは A4'h

AD[3:0] ＝ 0100'b: デバイス ・ アドレス ・ バイトは A8'h

AD[3:0] ＝ 1000'b: デバイス ・ アドレス ・ バイトは B0'h

SDC ピンと SDA ピンは 3.3V LVCMOS 信号を送出し、 ハイ ・ 
インピーダンス内部プルアップ抵抗を備えています。 SMBus の
負荷と速度によっては、 低インピーダンスの外付けプルアップ
抵抗が必要になります。 ただしこれらの入力は 5V 耐圧ではあ
りません。

SMBus を介したデータ転送

通常動作では、 SDC が High の間、 SDA 上のデータは安定し
ていなければなりません。

SMBus には 3 つの固有な状態があります。

START: SDC が High のとき SDA の High から Low への遷移 
は、 START 状態のメッセージを示します。

STOP: SDC が High のとき SDA の Low から High への遷移は、 
STOP 状態のメッセージを示します。

IDLE: 最後に検出された STOP 状態から時間 tBUF を超えて 
SDC と SDA の両方が High 状態である場合、 または High 状
態の合計時間が仕様に定められた最大値tHIGHを超えた場合、
バスは IDLE 状態に移行します。

SMBus トランザクション

デバイスは書き込みトランザクションと読み出しトランザクション
をサポートしています。 レジスタのアドレス、 タイプ ( 読み出し /
書き込み、 読み出し専用 )、 デフォルト値、 機能の詳細につ
いては、 レジスタ説明表を参照してください。

SMBus をイネーブルにした場合、 DS64MB201 のすべての出
力は以下のディエンファシス設定のいずれかを使用する必要が
あります (Table 6)。 ドライバのディエンファシス値は、 6 種類の  
レジスタを使ってレーンごとに設定します。 SMBus モードでは、 
各レジスタ (0x18、 0x26、 0x2E、 0x35、 0x3C、 0x43) が以下
のディエンファシス設定のいずれかを必要とします。 各出力の 
VOD は、 レジスタの書き込みまたはピン制御によって 1,000mV
以上に設定してください。

TABLE 6.  De-Emphasis Register Settings (must write one of the following when in SMBus mode)

レジスタの書き込み

レジスタの書き込みには、 以下の手順が使用されます (SMBus
2.0 仕様を参照 )。

1. ホストが START 状態、 7 ビットの SMBus アドレス、 書き
込みを示す 「0」 を送信します。

2. デバイス ( スレーブ ) が ACK ビット ( 「0」 ) を送信します。

3. ホストが 8 ビットのレジスタ ・ アドレスを送信します。

4. デバイスが ACK ビット ( 「0」 ) を送信します。

5. ホストが 8 ビットのデータ ・ バイトを送信します。

6. デバイスが ACK ビット ( 「0」 ) を送信します。

7. ホストが STOP 状態を送信します。

書き込みトランザクションが完了すると、 バスが IDLE 状態にな
り、 ほかの SMBus デバイスとの通信が可能になります。

レジスタの読み出し

レジスタの読み出しには、 以下の手順が使用されます (SMBus
2.0 仕様を参照 )。

1. ホストが START 状態、 7 ビットの SMBus アドレス、 書き
込みを示す 「0」 を送信します。

2. デバイス ( スレーブ ) が ACK ビット ( 「0」 ) を送信します。

3. ホストが 8 ビットのレジスタ ・ アドレスを送信します。

4. デバイスが ACK ビット ( 「0」 ) を送信します。

5. ホストが START 状態を送信します。

6. ホストが 7 ビットの SMBus アドレスと、 読み出しを示す
「1」 を送信します。

7. デバイスが ACK ビット ( 「0」 ) を送信します。

8. デバイスが 8ビットのデータ値 (レジスタ内容 )を送信します。

9. ホストが読み出し転送の終了を示す NACK ビット ( 「1」 )
を送信します。

10. ホストが STOP 状態を送信します。

読み出しトランザクションが完了すると、 バスが IDLE 状態にな
り、 ほかの SMBus デバイスとの通信が可能になります。

推奨 SMBus レジスタ設定

SMBus モードをイネーブルにした場合 (ENSMB ＝ 1)、 デフォ
ルト ・ レジスタ設定は適切なレベルには構成されません。 以下 
に示すのは、 20 インチ (51cm) の FR4 トレースのインターコネク
ト長や 3m ～ 5m のケーブル長に対応したメディア ・ レベルへ
EQ、 VOD、 DE を構成する際の推奨設定です。 詳細な情報と 
推奨設定については、 Table 1、 Table 2、 Table 6、 Table 7 を    
参照してください。
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システム ・ マネジメント ・ バス (SMBus) と 

構成レジスタ ( つづき )

1. SMBus レジスタをデフォルト値にリセット : 
01'hを 0x00に書き込みます。

2. すべてのレーンでディエンファシスを－ 6dB に設定 : 
88'hを 0x18、 0x26、 0x2E、 0x35、 0x3C、 0x43に書き
込みます。

3. すべてのレーンでイコライゼーションを外部ピン ・ レベルに
設定 (EQ[1:0] ＝ 00、 3GHz で ~9dB): 
30'hを 0x0F、 0x16、 0x1D、 0x24、 0x2C、 0x3Aに書
き込みます。

4. すべてのレーンで VOD ＝ 1.0Vp-p に設定 : 
0F'hを 0x17、 0x25、 0x2D、 0x34、 0x3B、 0x42に書き
込みます。

TABLE 7.  SMBus Register Map



15www.national.com/jpn/

D
S

64M
B

201



16 www.national.com/jpn/

D
S

64
M

B
20

1



17www.national.com/jpn/

D
S

64M
B

201



18 www.national.com/jpn/

D
S

64
M

B
20

1



19www.national.com/jpn/

D
S

64M
B

201



20 www.national.com/jpn/

D
S

64
M

B
20

1



21www.national.com/jpn/

D
S

64M
B

201

代表的な性能特性

代表的な性能特性は、 特記のない限り室温および公称電源電圧で測定されています。

FIGURE 6.   Electrical Specification DJ1: 40" 4-mil microstrip trace on Input

データ ・ レート : 6.4Gbps 

入力パターン : K28.5

シグナル ・ コンディショニング : EQ 設定＝ 3B'h 

FIGURE 7.   Electrical Specification DJ2: 40" 4-mil microstrip trace on Input

データ ・ レート : 3.2Gbps 

入力パターン : K28.5

シグナル ・ コンディショニング : EQ 設定＝ 3C'h
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代表的な性能特性 ( つづき )

FIGURE 8.   Electrical Specification DJ3: 10" 4-mil microstrip trace on Output

データ ・ レート : 6.4Gbps 

入力パターン : K28.5

シグナル ・ コンディショニング : EQ 設定＝ 20'h ( バイパス )、 DE 設定＝ 88'h

FIGURE 9.   Electrical Specification DJ4: 20" 4-mil microstrip trace on Output

データ ・ レート : 3.2Gbps 

入力パターン : K28.5

シグナル ・ コンディショニング : EQ 設定＝ 20'h ( バイパス )、 DE 設定＝ 88'h
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アプリケーション情報

一般的な注意事項

DS64MB201 は優れた性能を提供する高性能のデバイスです。
高伝送速度に関連した部分の設計には十分に注意し、 電源は
低ノイズのものを使用する必要があります。 高速度設計に関連
するそのほかの詳細情報について 「LVDS オーナーズ ・ マニュ
アル」 を参照し、 信号品質問題に対処してください。

差動ペアに対するプリント基板のレイアウト

この CML 入力と LPDS (Low Power Differential Signaling) 出力    
は、差動インピーダンスを 100Ω にしておく必要があります。 差 
動ライン ( 特に入力配線 ) は、 できるだけすべてをプリント基板
上の 1 つの層に配線するようにします。 ビアはできる限り使用し
ないでください。 ビアを使用しなければならない場合はできるだ
け少なくし、 各差動ペアに対して対称的に配置する必要があり
ます。 差動信号は、 プリント基板上の他の信号やノイズ発生源 
から離して配線します。 LLP パッケージの詳細についてはアプ
リケーション ・ ノート AN-1187 を参照してください。

電源のバイパス

DS64MB201 の電源が問題なく供給されるためには、 次の 2 つ
に注意してください。まず、電源ピン (VDD) とグラウンド (GND)
ピンは、 プリント基板の近接層上に配置された電源層に接続す
るようにします。基板の層はできるだけ薄くして、VDD 層と GND
層で容量成分を持ったローインダクタンスを形成するようにしま
す。 次に、 バイパス ・ コンデンサを適切に使用して電源をバイ
パスする必要があります。 0.01μF のバイパス ・ コンデンサを、 
できる限りデバイス本体に近づけて各 VDD ピンに接続します。
コンデンサは小型のものを使用すると配置しやすくなります。 さ
らに、 電源のバイパス回路に、 2.2μF ～ 10μF のコンデンサ
を 3 つ入れてください。 これらのコンデンサとしては、 タンタル・ 
コンデンサまたは等価直列抵抗 (ESR) が非常に小さいセラミッ
ク ・ コンデンサを使用します。
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生命維持装置への使用について
ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダク ター社の製品は、 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダク ター社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL  
COUNSEL) の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用する こ とは
認められていません。
こ こ で、 生命維持装置またはシステム と は （a） 体内に外科的に使用される こ と を意図された もの、 または (b) 生命を維持あ るいは
支持する ものをいい、 ラベルによ り 表示される使用法に従って適切に使用された場合に、 これの不具合が使用者に身体的障害を与
え る と 予想される ものをいいます。 重要な部品 と は、 生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、 これの不
具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因 と な り それらの安全性や機能に影響を及ぼすこ と が予想される ものをいい
ます。

本資料に掲載されているすべての回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利侵害に関し て、 弊社ではその責を負いません。 

また掲載内容は予告無 く 変更される こ とがあ り ますのでご了承 く だ さい。

ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダク ター ジャパン株式会社

本社／〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料 （日本語 / 英語） はホームページよ り入手可能です。 www.national.com/jpn/

こ の ド キ ュ メ ン ト の内容はナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社製品の関連情報 と し て提供されます。 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社  
は、 こ の発行物の内容の正確性または完全性について、 いかな る表明または保証もいた し ません。 また、 仕様 と 製品説明を予告な
く 変更する権利を有し ます。 この ド キ ュ メ ン ト はいかなる知的財産権に対する ラ イセン ス も、 明示的、 黙示的、 禁反言によ る惹起、
またはその他を問わず、 付与する ものではあ り ません。

試験や品質管理は、 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社が自社の製品保証を維持する ために必要と考え る範囲に用いられます。 政府が 
課す要件によ って指定される場合を除き、 各製品のすべてのパラ メ ータの試験を必ずし も実施するわけではあ り ません。 ナシ ョ ナ
ル セ ミ コ ンダ ク ター社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務は負いかねます。ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社の部品  
を使用し た製品および製品適用の責任は購入者にあ り ます。 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社の製品を用いたいかな る製品の使用ま 
たは供給に先立ち、 購入者は、 適切な設計、 試験、 および動作上の安全手段を講じ なければな り ません。

それら製品の販売に関するナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社と の取引条件で規定される場合を除き、ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社  
は一切の義務を負わないもの と し、 また、 ナシ ョ ナル セ ミ コ ンダ ク ター社の製品の販売か使用、 またはその両方に関連する特定目 
的への適合性、 商品の機能性、 ないしは特許、 著作権、 または他の知的財産権の侵害に関連し た義務または保証を含むいかな る表
明または黙示的保証も行いません。
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外形寸法図 特記のない限り inches (millimeters)

54-pin LLP Package (5.5 mm x 10 mm x 0.8 mm, 0.5 mm pitch)
Order Number: DS64MB201SQ — Tape & Reel Supplied As 2,000 Units,

DS64MB201SQE — Tape & Reel Supplied As 250 Units
Package Number: SQA54A
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